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(57) Abstract: The invention concerns a method for making a thin film, which consists in cre-
4 ating a brittle zone embedded by implantation of a chemical species in a substrate (1), so as to
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be able subsequently to provoke a fracture of the substrate (1) along said brittle zone to separate
therefrom said thin film (6). The invention is characterized in that the manufacturing method
comprises in particular the following steps: a) a main implantation in the substrate (1) at a main
depth (5) of a main chemical species (4); b) at least one secondary implantation in the substrate
(1), at a secondary depth (3) different from said main depth (5), and at a concentration higher
than the concentration of the main species (4), of at least a secondary chemical species (2) less
efficient than the main species (4) for embrittling the substrate (1); ¢) causing at least part of said
secondary species (2) to migrate up to the proximity of the main depth (5); and d) provoking
a fracture along the main depth (5). The invention also concerns the thin film obtained by the

La présente invention concerne un procédé de fabrication d’une couche mince,
dans lequel on crée une zone fragile enterrée par implantation d’une espéce chimique dans un
substrat (1), de maniére a pouvoir ensuite déclencher une fracture du substrat (1) le long de cette
zone fragile afin d’en détacher ladite couche mince (6). Selon I’invention, ledit procédé de fa-
brication comprend notamment les étapes suivantes :

5 substrat (1) & une profondeur « principale » (5) d’une espéce chimique « principale » (4) ; b) au

moins une implantation « secondaire » dans le substrat (1), & une profondeur « secondaire » (3)

différente de ladite profondeur principale (5), et & une concentration supérieure a la concentra-

tion de I’espece principale (4), d’au moins une espece chimique « secondaire » (2) d’efficacité
moindre que 1’espéce principale (4) a fragiliser le substrat (1) ; ¢) la migration d’au moins une

partie de ladite espece secondaire (2) jusqu’au voisinage de la profondeur principale (5) ; et d)

le déclenchement d’une fracture le long de la profondeur principale (5). L'invention concerne

également une couche mince obtenue a 1’aide du procédé selon 1'invention.

a) une implantation « principale » dans le



secondary depth (3) different fromsaid nmain depth
(5), and at a concentration hi gher than the
concentration of the main species
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